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Slovnf vyjadreni, komentare a pfipominky oponenta:

Pfedlozena bakalafska praceje venovana bezkontaktni metode mapovani elektrickeho
odporu a fotovodivosti ve vysokoodporovych polovodicich, zde konkretne v semiizolacnim CdTe.
Tato technika pfedstavuje uzitecnou a velmi praktickou metodu umoznujici charakterizovat
krystaly z hlediska ucinnosti sberu naboje a tim jejich vhodnost pro pfipravu detektoru fotonu.
Prace vynika pfehlednym a peclivym zpracovanim, rovnez vyjadfovani je srozumitelne. Pfi vlastni
experimentaini praci musel autor resit celou fadu dilcich ukolu. Doplnil komercni aparaturu o
zdroje svetla a provedl jejich kalibraci. Dale vyvinul metodiku mefeni fotovodivosti, provedl
kontrolni mefeni na dvou vzorcich CdTe a porovnal vysledky s mefenim na obdobne aparatufe na
Univerzite ve Freiburgu. Prokazal tim, ze rychle pronikl do studovane problematiky a velmi dobf e
se v ni orientuje. Dosahl pfitom fady poznatku, ktere mohou byt s uspechem vyuzity pfi dalsim
rozvoji bezkontaktni metody mapovani fotovodivosti.

K praci mam nekolik drobnych poznamek ci pfipominek. Pro symbol nasobeni je v textu
vhodnejsi misto tecky uzit x (str. 82, 91). V teoreticke casti (kap.2) se prakticky nevyskytuji odkazy
na literaturu. Neni takjasne, odkud pochazi vztah (13). Zde je pro Boltzmannovu konstantu pouzit
symbol k, ale jiz drive bylo zavedeno kB (str.66). Nasel jsem rovnez nekolik nepfesnych formulaci;
napf. ,,nemohl nedotknout" (str. 14?), ,,co nejvice uzkeho vzorku" (str.1514) ci ,,velikost
dopadajiciho zafeni" (str.347). Na str.!6s se pise, ze k upevneni diod byl vyroben ,,o-krouzek"
z hliniku, zrejme ma vsak autor na mysli prstenec. V pojednani o kalibraci osvetleni by se hodilo
uvest rozmery merky svetelneho vykonu (str. 199). Pfi popisu os_y v obrazcich 3.9 a 3.10 na str.21
je vhodnejsi pro vetsi pfehlednost pouzit pouze male cislovky a dekadicke exponenty vlozit do
rozmeru. Vnamefenychtopogramech (obr. 4.1 a dale) jeuzita obracena skala merneho odporu ci
fotovodivosti. Obvykle se zobrazuje skala tak, ze 5J0" resp. modra barva jsou dole.

Pripadne otazky pri obhajobe a namety do diskuze:

1. Na str. 11 se pravi, ze vysokym elektrickym odporem materialu se dosahne ̂ sokeho pomeru
signal/sum v detektoru. Mozna by si toto tvrzeni zaslouzilo blizsiho vysvetleni.
2. V diskusi chybi porovnani zmefenych topogramu fotovodivosti s prostym mapovanim merneho
odporu. Muzete aspon naznacit, s jakymi typy defektu muze byt spojena zvysena fotovodivost
v centralni casti vzorku E29E?

Praci
£3 doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako bakalafskou.

Navrhuji hodnoceni stupnem:
IE1 vyborne Q velmi dobfe Q dobfe Q neprospel/a
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